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Досліджено термічну стабільність кластерів і точкових дефектів в n-Si, вирощеному 

методом Чохральського (Cz), після опромінення швидкими нейтронами реактора 
флюенсом ~ (2 ÷ 4) ⋅ 1013 no⋅см-2. Ефективну концентрацію носіїв після ряду ізохронних та 
ізотермічних відпалів опроміненого n-типу кремнію з n0 = (0,4 ÷ 1,2) ⋅ 1014 см-3 до 
опромінення описано в рамках уточненої моделі кластерів дефектів. Визначено стадії 
ізохронного відпалу кластерів дефектів з енергіями активації (Ea) та частотними 
факторами (ν): Еа1 = 0,81 еВ, ν1 = 5,4 ⋅ 106 с-1; Еа2 = 0,4 еВ, ν2 = 1 с-1; Еа3 = 1,3 еВ, 
ν3 = 6 ⋅ 104 с-1. Ізотермічний відпал при температурі 353 К кластерів дефектів і 
міжвузлових атомів ISi (Ec – 0,315 еВ) у провідній матриці кремнію описано з Еа = 0,74 еВ 
та ν = (1 ÷ 3,5) ⋅ 106 с-1. 
 


